	Nombre de la asignatura:
	Física electrónica

	

	Aprobación del Consejo Técnico de la Investigación Científica:
	

	Aprobación del Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería:
	

	

	Clave:
	
	Valor en créditos:
	6

	

	Número de horas de enseñanza teórica:
	48

	Número de horas de enseñanza práctica o experimental:
	

	Duración recomendada (semanas):
	16


Objetivos

El objetivo de este curso de posgrado es que el estudiante comprenda los pincipios físicos básicos que rigen los nuevos dispositivos electrónicos que se emplean en la ingeniería actual. Si deseamos que los estudiantes aprendan en forma óptima las técnicas de ingeniería, es necesario entender la electrónica física. 

Contenido temático

1.
PARTÍCULAS Y ONDAS


1.1.
Dualidad onda partícula


1.2.
Paquetes de onda y principio de incertidumbre


1.3.
Ecuación de Schoedinger


1.4.
Reflexión en una barrera de potencial 

2.
PARTÍCULAS LIGADAS


2.1.
Partículas en un poso unidimensional de potencial


2.2.
El átomo de hidrógeno 


2.3.
Principio de exclusión de Pauli


2.4.
Partícula en un poso tridimensional de potencial


2.5.
Bandas de energía

3.
ESTADÍSTICA


3.1.
Derivación de la forma Pfd

3.2.
Energía de Fermi  Ef



3.3.
Relación  entre SYMBOL 98 \f "Symbol" y la temperatura


3.4.
Cálculo de la energía de Fermi para fermiones en un poso tridimensional 

4.
EMISIÓN ELECTRÓNICA 


4.1.
Fotoemisión


4.2.
Emisión termoiónica 


4.3.
Diagramas E-K y soluciones de onda viajeras 


4.4.
Paquete de ondas y velocidades de los electrones


4.5.
Efecto de un campo eléctrico aplicado y masa efectiva


4.6.
Huecos


4.7.
Estructuras de bandas para cristales reales. Zonas de Brillouin 


4.8.
Conductividad y movilidad en cristales 


4.9.
Efecto Hall

5.
SEMICONDUCTORES


5.1.
Semiconductores


5.2.
Semiconductores con impurezas 


5.3.
Concentraciones de electrones y huecos en semiconductores en equilibrio térmico


5.4.
Nivel de Fermi en semiconductores


5.5.
Dependencia de la conductividad con respecto a la temperatura en un semiconductor impuro


5.6.
La unión p-n abrupta en equilibrio 

6.
DISPOSITIVOS DE ESTADO SÓLIDO DE DOS TERMINALES


6.1.
Diodos de unión para potencial aplicado


6.2.
Distribuciones de huecos y electrones en un diodo polarizado 


6.3.
Comportamiento de un diodo de unión en función del tiempo


6.4.
Capacitancia de la región desértica 


6.5.
Diodo Zener


6.6.
Diodos Túnel


6.7.
Otros dispositivos semiconductores 

7.
DISPOSITIVOS DE ESTADO SÓLIDO DE TERMINALES MÚLTIPLES 


7.1.
Transistor de unión


7.2.
 Concentraciones de portadores y corrientes en transistores de unión 


7.3.
Comportamiento a transitorios de un transistor de unión 


7.4.
Transistores de efecto de campo


7.5.
Tecnología planar para transistores 


7.6.
Rectificador de silicio controlado
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	Técnicas de enseñanza-aprendizaje
	
	Elementos de evaluación

	

	Exposición oral
	(
	x
	)
	
	Exámenes parciales
	(
	x
	)

	Exposición audiovisual
	(
	x
	)
	
	Examen final
	(
	x
	)

	Ejercicios en clase
	(
	x
	)
	
	Trabajos y tareas fuera del aula
	(
	x
	)

	Ejercicios fuera del aula
	(
	x
	)
	
	Participación en clase
	(
	
	)

	Participación en seminarios
	(
	x
	)
	
	Asistencia a prácticas
	(
	
	)

	Lecturas obligatorias
	(
	x
	)
	
	
	
	
	

	Trabajos de investigación
	(
	x
	)

	Prácticas de campo
	(
	
	)

	Prácticas en laboratorios
	(
	
	)

	Uso de equipo de cómputo
	(
	
	)


